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摘 要

本實驗使用射頻磁控濺鍍法(RF magnetron sputtering)成功地在SrTiO3(001)基座上成長出高品質鑭鍶錳

氧La0.75Sr0.25MnO3/鑭鈣錳氧La0.75Ca0.25MnO3 (LSMO/LCMO)多層薄膜，再以光學微影術(Lithography)、以及離子蝕

刻將樣品蝕刻成20 μm微橋寬度用於測量四點量測之圖形，接著在圖形的電極上，鍍上一層包覆住電極側面的金屬，探討

其在多層結構下之電阻的溫度係數(Temperature coefficient of restistance, TCR)、及金屬-絕緣體相變溫度(metal-insulator

transiyion temperature, TP)的影響。 　　在鑭鍶錳氧/鑭鈣錳氧(LSMO/LCMO)多層薄膜結構上，發現其有著比混合態薄膜

高之金屬-絕緣體相變溫度與電阻的溫度係數。於是進ㄧ步研究不同通氧退火溫度對最大TCR值(TCRMAX)及TP的影響。

對於LSMO厚度為50 A、LCMO厚度為100 A交互堆疊八次之後的樣品(50 A /100 A)8，在800 ℃通氧退火後，其TP由271.6

K升到282.5 K，且TCRMAX由7.5 %K-1提昇到11.1 %K-1。最後，利用載流子密度崩陷(current-carrier-density-collapse)模型

，推導出TCRMAX與雙極化子結合能(bipolaron binding energy, λ1)的關係，預期當λ1越低時，其TCRMAX值則會越高。
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